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Abstract (en)
[origin: US2023348262A1] The present description concerns a method of manufacturing a microelectromechanical device, including the following
successive steps: providing an SOI structure comprising a first semiconductor layer on an insulating layer; forming a second semiconductor layer
by epitaxy on top of and in contact with the upper surface of the first semiconductor layer; transferring and bonding, by molecular bonding, a third
semiconductor layer onto and in contact with the upper surface of the second semiconductor layer; and forming trenches vertically extending
from the upper surface of the third semiconductor layer all the way to the upper surface of the insulating layer, said trenches laterally delimiting a
mechanical element of the device.

Abstract (fr)
La présente description concerne un procédé de fabrication d'un dispositif micro-électromécanique comportant les étapes successives suivantes :-
prévoir une structure SOl comportant une premiere couche semiconductrice (17) sur une couche isolante (15) ;- former une deuxiéme couche
semiconductrice (17') par épitaxie sur et en contact avec la face supérieure de la premiére couche semiconductrice (17) ;- reporter et fixer, par
collage moléculaire, une troisieme couche semiconductrice (25) sur et en contact avec la face supérieure de la deuxieme couche semiconductrice
(17") ; et- former des tranchées s'étendant verticalement depuis la face supérieure de la troisieme couche semiconductrice (25) jusqu'a la face
supérieure de la couche isolante (15), lesdites tranchées délimitant latéralement un élément mécanique du dispositif.
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